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Тематическое направление: Гидрохимический синтез пленок халькогенидов металлов. Часть 24. 
Термодинамическая оценка условий образования Ga2Se3 

гидрохимическим осаждением 
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Аннотация 
Расчетом ионных равновесий с использованием термодинамических констант определены 

долевые концентрации одноядерных гидроксокомплексов галлия(III) в зависимости от pH раствора. 
Выявлено, что гидролиз ионов металла в системе “Ga(NO3)3 – H2O” начинается при pH ~ 1.5, в то 
время как в системе “Ga(NO3)3 – Na-ЭДТА – H2O” при pH более 9.0. Рассчитаны граничные условия 
образования твердых фаз селенида и гидроксида галлия(III) в системах “Ga(NO3)3 – H2O – N2H4CSe” и 
“Ga(NO3)3 – H2O – Na2SeSO3”, а также концентрационные плоскости их осаждения в системах 
“Ga(NO3)3 – Na-ЭДТА – H2O – N2H4CSe” и “Ga(NO3)3 – Na-ЭДТА – H2O – Na2SeSO3”. 
 


